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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和1年11月21日(2019.11.21)

【公開番号】特開2017-76789(P2017-76789A)
【公開日】平成29年4月20日(2017.4.20)
【年通号数】公開・登録公報2017-016
【出願番号】特願2016-200018(P2016-200018)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/8236   (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/088    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/8234   (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/82     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/8242   (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/108    (2006.01)
   Ｇ０９Ｆ   9/30     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   27/08     ３１１Ｄ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６１４　
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６１３Ｚ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６１８Ｂ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６１７Ｎ
   Ｈ０１Ｌ   27/08     １０２Ａ
   Ｈ０１Ｌ   27/08     １０２Ｅ
   Ｈ０１Ｌ   27/08     １０２Ｊ
   Ｈ０１Ｌ   21/82     　　　Ａ
   Ｈ０１Ｌ   21/82     　　　Ｄ
   Ｈ０１Ｌ   27/10     ３２１　
   Ｇ０９Ｆ    9/30     ３３８　

【手続補正書】
【提出日】令和1年10月10日(2019.10.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１トランジスタと、
　第２トランジスタと、
　第３トランジスタと、
　第１配線と、
　第２配線と、を有し、
　前記第１トランジスタは、第１ゲート及び第２ゲートを有し、
　前記第１ゲートと前記第２ゲートは、半導体を間に介して、互いに重なる領域を有し、
　前記第１配線は高電源電位を伝えることができる機能を有し、
　前記第２配線は低電源電位を伝えることができる機能を有し、
　前記第１トランジスタの第１端子は、前記第１ゲートに電気的に接続され、
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　前記第１トランジスタの前記第１端子は、前記第１配線に電気的に接続され、
　前記第１トランジスタの第２端子は、前記第２ゲートに電気的に接続され、
　前記第１トランジスタの前記第２端子は、前記第２トランジスタ及び前記第３トランジ
スタを介して、前記第２配線に電気的に接続され、
　前記第１トランジスタ乃至前記第３トランジスタはｎチャネル型トランジスタであるこ
とを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記第２トランジスタのゲートはデータＡを入力される機能を有し、
　前記第３トランジスタのゲートはデータＢを入力される機能を有し、
　前記第１トランジスタの前記第２端子はデータＺを出力する機能を有し、
　前記データＡ、前記データＢ及び前記データＺはブーリアン型のデータであり、
　前記データＺは、ＮＯＴ（Ａ×Ｂ）で表されることを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２において、
　前記半導体は、酸化物半導体を含むことを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　第１トランジスタと、
　第２トランジスタと、
　第１配線と、
　第２配線と、を有し、
　前記第１トランジスタは、第１ゲート及び第２ゲートを有し、
　前記第１ゲートと前記第２ゲートは、第１半導体を間に介して、互いに重なる領域を有
し、
　前記第２トランジスタは、第３ゲート及び第４ゲートを有し、
　前記第３ゲートと前記第４ゲートは、第２半導体を間に介して、互いに重なる領域を有
し、
　前記第１配線は高電源電位を伝えることができる機能を有し、
　前記第２配線は低電源電位を伝えることができる機能を有し、
　前記第１トランジスタの第１端子は、前記第１ゲートに電気的に接続され、
　前記第１トランジスタの前記第１端子は、前記第１配線に電気的に接続され、
　前記第１トランジスタの第２端子は、前記第２ゲートに電気的に接続され、
　前記第１トランジスタの前記第２端子は、前記第２トランジスタを介して、前記第２配
線に電気的に接続され、
　前記第１トランジスタ及び前記第２トランジスタはｎチャネル型トランジスタであるこ
とを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　請求項４において、
　前記第３ゲートはデータＡを入力される機能を有し、
　前記第４ゲートはデータＢを入力される機能を有し、
　前記第１トランジスタの前記第２端子はデータＺを出力する機能を有し、
　前記データＡ、前記データＢ及び前記データＺはブーリアン型のデータであり、
　前記データＺは、ＮＯＴ（Ａ＋Ｂ）で表されることを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　請求項４または請求項５において、
　前記第１半導体及び前記第２半導体は、酸化物半導体を含むことを特徴とする半導体装
置。
【請求項７】
　第１トランジスタと、
　第２トランジスタと、
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　第３トランジスタと、
　第１配線と、
　第２配線と、を有し、
　前記第１トランジスタは、第１ゲート及び第２ゲートを有し、
　前記第１ゲートと前記第２ゲートは、半導体を間に介して、互いに重なる領域を有し、
　前記第１配線は高電源電位を伝えることができる機能を有し、
　前記第２配線は低電源電位を伝えることができる機能を有し、
　前記第１トランジスタの第１端子は、前記第１ゲートに電気的に接続され、
　前記第１トランジスタの前記第１端子は、前記第２配線に電気的に接続され、
　前記第１トランジスタの第２端子は、前記第２ゲートに電気的に接続され、
　前記第１トランジスタの前記第２端子は、前記第２トランジスタ及び前記第３トランジ
スタを介して、前記第１配線に電気的に接続され、
　前記第１トランジスタ乃至前記第３トランジスタはｐチャネル型トランジスタであるこ
とを特徴とする半導体装置。
【請求項８】
　請求項７において、
　前記第２トランジスタのゲートはデータＡを入力される機能を有し、
　前記第３トランジスタのゲートはデータＢを入力される機能を有し、
　前記第１トランジスタの前記第２端子はデータＺを出力する機能を有し、
　前記データＡ、前記データＢ及び前記データＺはブーリアン型のデータであり、
　前記データＺは、ＮＯＴ（Ａ＋Ｂ）で表されることを特徴とする半導体装置。
【請求項９】
　第１トランジスタと、
　第２トランジスタと、
　第１配線と、
　第２配線と、を有し、
　前記第１トランジスタは、第１ゲート及び第２ゲートを有し、
　前記第１ゲートと前記第２ゲートは、第１半導体を間に介して、互いに重なる領域を有
し、
　前記第２トランジスタは、第３ゲート及び第４ゲートを有し、
　前記第３ゲートと前記第４ゲートは、第２半導体を間に介して、互いに重なる領域を有
し、
　前記第１配線は高電源電位を伝えることができる機能を有し、
　前記第２配線は低電源電位を伝えることができる機能を有し、
　前記第１トランジスタの第１端子は、前記第１ゲートに電気的に接続され、
　前記第１トランジスタの前記第１端子は、前記第２配線に電気的に接続され、
　前記第１トランジスタの第２端子は、前記第２ゲートに電気的に接続され、
　前記第１トランジスタの前記第２端子は、前記第２トランジスタを介して、前記第１配
線に電気的に接続され、
　前記第１トランジスタ及び前記第２トランジスタはｐチャネル型トランジスタであるこ
とを特徴とする半導体装置。
【請求項１０】
　請求項９において、
　前記第３ゲートはデータＡを入力される機能を有し、
　前記第４ゲートはデータＢを入力される機能を有し、
　前記第１トランジスタの前記第２端子はデータＺを出力する機能を有し、
　前記データＡ、前記データＢ及び前記データＺはブーリアン型のデータであり、
　前記データＺは、ＮＯＴ（Ａ×Ｂ）で表されることを特徴とする半導体装置。
【請求項１１】
　第１トランジスタと、
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　第２トランジスタと、
　第３トランジスタと、
　第１配線と、
　第２配線と、を有し、
　前記第１トランジスタは、第１ゲート及び第２ゲートを有し、
　前記第１ゲートと前記第２ゲートは、第１半導体を間に介して、互いに重なる領域を有
し、
　前記第２トランジスタは、第３ゲート及び第４ゲートを有し、
　前記第３ゲートと前記第４ゲートは、第２半導体を間に介して、互いに重なる領域を有
し、
　前記第１配線は高電源電位を伝えることができる機能を有し、
　前記第２配線は低電源電位を伝えることができる機能を有し、
　前記第１トランジスタの第１端子は、前記第１ゲートに電気的に接続され、
　前記第１トランジスタの前記第１端子は、前記第１配線に電気的に接続され、
　前記第１トランジスタの第２端子は、前記第２ゲートに電気的に接続され、
　前記第１トランジスタの前記第２端子は、前記第２トランジスタ及び前記第３トランジ
スタを介して、前記第２配線に電気的に接続され、
　前記第１トランジスタ乃至前記第３トランジスタはｎチャネル型トランジスタであるこ
とを特徴とする半導体装置。
【請求項１２】
　請求項１１において、
　前記第３ゲートはデータＡを入力される機能を有し、
　前記第４ゲートはデータＢを入力される機能を有し、
　前記第３トランジスタのゲートはデータＣを入力される機能を有し、
　前記第１トランジスタの前記第２端子はデータＺを出力する機能を有し、
　前記データＡ、前記データＢ、前記データＣ及び前記データＺはブーリアン型のデータ
であり、
　前記データＺは、ＮＯＴ（（Ａ＋Ｂ）×Ｃ）で表されることを特徴とする半導体装置。
【請求項１３】
　請求項１１において、
　前記第３トランジスタは、第５ゲート及び第６ゲートを有し、
　前記第５ゲートと前記第６ゲートは、第３半導体を間に介して、互いに重なる領域を有
し、
　前記第３ゲートはデータＡを入力される機能を有し、
　前記第４ゲートはデータＣを入力される機能を有し、
　前記第５ゲートはデータＢを入力される機能を有し、
　前記第６ゲートは前記データＣを入力される機能を有し、
　前記第１トランジスタの前記第２端子はデータＺを出力する機能を有し、
　前記データＡ、前記データＢ、前記データＣ及び前記データＺはブーリアン型のデータ
であり、
　前記データＺは、ＮＯＴ（（Ａ×Ｂ）＋Ｃ）で表されることを特徴とする半導体装置。
【請求項１４】
　請求項１１乃至請求項１３のいずれか一において、
　前記第１半導体及び前記第２半導体は、酸化物半導体を含むことを特徴とする半導体装
置。
【請求項１５】
　第１トランジスタと、
　第２トランジスタと、
　第３トランジスタと、
　第１配線と、
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　第２配線と、を有し、
　前記第１トランジスタは、第１ゲート及び第２ゲートを有し、
　前記第１ゲートと前記第２ゲートは、第１半導体を間に介して、互いに重なる領域を有
し、
　前記第２トランジスタは、第３ゲート及び第４ゲートを有し、
　前記第３ゲートと前記第４ゲートは、第２半導体を間に介して、互いに重なる領域を有
し、
　前記第１配線は高電源電位を伝えることができる機能を有し、
　前記第２配線は低電源電位を伝えることができる機能を有し、
　前記第１トランジスタの第１端子は、前記第１ゲートに電気的に接続され、
　前記第１トランジスタの前記第１端子は、前記第１配線に電気的に接続され、
　前記第１トランジスタの第２端子は、前記第２ゲートに電気的に接続され、
　前記第１トランジスタの前記第２端子は、前記第２トランジスタ及び前記第３トランジ
スタを介して、前記第２配線に電気的に接続され、
　前記第１トランジスタ乃至前記第３トランジスタはｐチャネル型トランジスタであるこ
とを特徴とする半導体装置。
【請求項１６】
　請求項１５において、
　前記第３ゲートはデータＡを入力される機能を有し、
　前記第４ゲートはデータＢを入力される機能を有し、
　前記第３トランジスタのゲートはデータＣを入力される機能を有し、
　前記第１トランジスタの前記第２端子はデータＺを出力する機能を有し、
　前記データＡ、前記データＢ、前記データＣ及び前記データＺはブーリアン型のデータ
であり、
　前記データＺは、ＮＯＴ（（Ａ×Ｂ）＋Ｃ）で表されることを特徴とする半導体装置。
【請求項１７】
　請求項１５において、
　前記第３トランジスタは、第５ゲート及び第６ゲートを有し、
　前記第５ゲートと前記第６ゲートは、第３半導体を間に介して、互いに重なる領域を有
し、
　前記第３ゲートはデータＡを入力される機能を有し、
　前記第４ゲートはデータＣを入力される機能を有し、
　前記第５ゲートはデータＢを入力される機能を有し、
　前記第６ゲートは前記データＣを入力される機能を有し、
　前記第１トランジスタの前記第２端子はデータＺを出力する機能を有し、
　前記データＡ、前記データＢ、前記データＣ及び前記データＺはブーリアン型のデータ
であり、
　前記データＺは、ＮＯＴ（（Ａ＋Ｂ）×Ｃ）で表されることを特徴とする半導体装置。
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